
JP 2012-48806 A5 2014.6.19

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成26年6月19日(2014.6.19)
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【公開日】平成24年3月8日(2012.3.8)
【年通号数】公開・登録公報2012-010
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【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｃ  11/405    (2006.01)
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   Ｈ０１Ｌ  27/108    (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｃ  11/34    ３５２Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１３Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１８Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  27/10    ３２１　
   Ｈ０１Ｌ  27/10    ４３４　
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ３７１　

【手続補正書】
【提出日】平成26年4月25日(2014.4.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソース線と、
　ビット線と、
　（ｍ＋１）（ｍは２以上の自然数）本のワード線と、
　選択線と、
　前記ソース線と前記ビット線との間に、直列に接続された第１乃至第ｍのメモリセルと
、
　ゲート端子が前記選択線と電気的に接続された選択トランジスタと、
を有し、
　前記第１乃至第ｍのメモリセルはそれぞれ、
　第１のゲート端子、第１のソース端子、及び第１のドレイン端子を有する第１のトラン
ジスタと、
　第２のゲート端子、第２のソース端子、及び第２のドレイン端子を有する第２のトラン
ジスタと、
　容量素子と、
を有し、
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　前記第２のトランジスタは酸化物半導体層を有し、
　前記第２のトランジスタのチャネルは前記酸化物半導体層に形成され、
　前記ソース線は前記選択トランジスタを介して第ｍのメモリセルの前記第１のソース端
子と電気的に接続され、
　前記ビット線は第１のメモリセルの前記第２のドレイン端子と電気的に接続され、且つ
第１のメモリセルの前記第１のドレイン端子と電気的に接続され、
　第ｋ（ｋは１以上ｍ以下の自然数）のワード線は、第ｋのメモリセルの前記第２のゲー
ト端子と電気的に接続され、
　第（ｋ＋１）のワード線は、第ｋのメモリセルの前記容量素子の端子の一方と電気的に
接続され、
　第ｊ（ｊは２以上ｍ以下の自然数）のメモリセルの前記第２のドレイン端子は、第（ｊ
－１）のメモリセルの前記第１のゲート端子と、第（ｊ－１）のメモリセルの前記第２の
ソース端子と、第（ｊ－１）のメモリセルの前記容量素子の端子の他方と電気的に接続さ
れ、
　第ｍのメモリセルの前記第１のゲート端子と、第ｍのメモリセルの前記第２のソース端
子と、第ｍのメモリセルの前記容量素子の端子の他方とは電気的に接続され、
　第ｊのメモリセルの前記第１のドレイン端子は、第（ｊ－１）のメモリセルの前記第１
のソース端子と電気的に接続される半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１のトランジスタは、
　絶縁表面上に形成され、酸化物半導体以外の半導体材料でなる半導体層に設けられたチ
ャネル形成領域と、
　前記チャネル形成領域を挟むように設けられた一対の不純物領域と、
　前記チャネル形成領域と重なる第１のゲート絶縁層と、
　前記第１のゲート絶縁層を挟んで前記チャネル形成領域と重畳するように設けたれた第
１のゲート電極と、
　前記一対の不純物領域の一方に電気的に接続される第１のソース電極と、前記一対の不
純物領域の他方に電気的に接続される第１のドレイン電極と、を有し、
　前記第１のゲート電極は前記第１のゲート端子となり、前記第１のソース電極は前記第
１のソース端子となり、前記第１のドレイン電極は前記第１のドレイン端子となり、
　前記第２のトランジスタは、
　前記酸化物半導体層と電気的に接続される第２のソース電極及び第２のドレイン電極と
、
　第２のゲート絶縁層と、
　前記第２のゲート絶縁層を挟んで前記酸化物半導体層と重畳するように設けられた第２
のゲート電極と、を有し、
　前記第２のソース電極は前記第２のソース端子となり、
　前記第２のドレイン電極は前記第２のドレイン端子となり、
　第ｊのメモリセルの前記第２のドレイン電極と、第（ｊ－１）のメモリセルの前記第２
のソース電極と、第（ｊ－１）のメモリセルの前記容量素子の端子の他方とは、同一の導
電層で形成される半導体装置。
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